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das de after-effect em 3 amostras de Fe-Ni-Mb-B produzidascom velocidades de resfria
mento diferentes, usando o método impulsivo (P. Allia, P. Mazzetti, F. Vinai, J.M.M.
M. 19 (1980) 281), para 33K < T < 300K), Foram concluidas, que neste intervalo de
temperatura, as intensidades de after-effect da permeabilidade magnética sao maiores
naquelas amostras produzidas com mais alta razao de resfriamento, isto &, a intensi-
dade deste fenomeno depende realmente do excesso do volume atomico.

199-D.1.4 | MOBILIDADE CE ELETRONS EM ESTADOS SUPERFICIAIS SOBRE SOLIDOS DIELETRICOS. José Pedro
Rino e Nelson Studart (Departamento de Fisica, Universidade Federal de Sao Carlos).

Recentes resultados experimentais A.M.Troyanovskii, M.S.Khaikin, Sov.Phys. JETP 54, 214(81); K.
Kajita, Surf.Sci. 142, 86(84) mostram a importéncia da rugosidade da superficie de sdlidos = dield
tricos (hidrogénio e nednio sdlidos) no mecanismo de espalhamento de eletrons em estados ligados
superficiais devido ao pogo de potencial na direcio perpendicular a superficie causado pela  forga
imagem e barreira repulsiva na interface vacuo-dielétrico. Os outros tipos de espalhamento dos ele—
trons sio devido 3 interacao com moléculas do vapor e com cndas de Rayleigh. A interacao — eletron-
~atomo de vapor & bem canhecida e descrita por um pseudo potencial do tipo contato e formece — uma

frequéncia de colis3o independente do momentum. Iniciamos o trabalho com uma discussao detalhada do
potencial de interacdo do eletron devido @ modificagao na forma da superficie causada por imperfei-
¢des do tipo rugosidade ou ondas de Rayleigh. Ums forma gaussiana para a‘correlacac da rugosidade
superficial & considerada. Em seguida, calculamos a mobilidade do gas de eletrons superficials atra-
vés da solugdo da equacao de transporte de Boltzmann. A frequéncia de colisdo dependente do momentum
écalazladaanaliticanenteparaanbososnecanispsdeespa]hanmtousandom:afonnaaprmimadapara
o potencial de interacio. Resultados numéricos sao cbtidos em ambos os limites de baixa e alta fre-

quéncia e concordam muito bem com os resultados experimentais.
(CNpg)

200-D.1.4 | FFETTO DE UM CAMPO ELETRICO EM POCOS QUANTICOS DE SEMICONDUTORES. Luis A.Cury, Gilmar
E.Marques e Nelscn Studart (Departamento de Fisica, Universidade Federal de Sao Carlos).

Recentemente tem sido possivel , em heteroestruturas de semicondutores, obter o confinamento de
portadores de carga em pogos quanticos unidimensionais com a formagao de estados discretos de ener-
gia. Experiéncias de fotoluminescéncia em hetercestrutura de GaAs-Ga, Al As sujeita & agdo de  um

campd elétrico externo perpendicular mostram uma grande influéncia & &anpo sobre a intensidade da
luninescéncia e posigdo dos picos de energia (E.E.Mendez et.al. Phys.Rev. B26, 7101(82)). Neste tra-
~ balho, apresentamos cdlculos numéricos das autofuncOes e autoenergias em uma estrutura de pogo quan
tico isolado sob agao do campo elétrico externo. No caso de pogo infinito, o problema € exatamente
solvel com solucdes dadas por combinagbes lineares de fungoes de Airy. Condigoes de contormno apro-
priadas nos ddo os autoestados de energia em fungdo do-campo elétrico e largura do pogo, que sao
comparados com calculos perturbativos e variacicnais. No caso de barreira finita da heterojuncao dos
semicondutores, os resultados sdo cbtidss através da solugao numérica da Equagdo de Schrodinger. .

(Qwpq)

201-D.1.4 | gsTUDO DE AGOS 'MARAGING" POR MEIO DE ATRITO INTERNO. Olavo Bilac dos S. Victor e Luis

Filipe C.P. de Lima (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares-CNEN/SP). Acos "Maraging" sao acos
com teores baixissimos de Carbono e que usam elementos substitucionais (Ni, Co, Mo, Ti, etc) para pro
duzir seu endurecimento por reacoes metaliirgicas durante o envelhecimento em temperaturas proximas a
5000C. Estas reacoes provocam a precipitacdo de compostos intermetalicos. O nome "maraging" deriva de
"martensite age hardening'. A resposta ao envelhecimento destes acos & muito rapida com mais de meta
de do aumento de dureza ocorrendo dentro dos primeiros minutos. O estudo de cinética do envelhecimen
to nio pode ser efetuado pelas técnicas classicas e nem mesmo pela microscopia eletronica. No presen
te trabalho, realiza-se este estudo por meio da técnica de atrito intermo, medindo-se a defasagem en
tre a tensao ciclica aplicada a amostra e a deformacdo decorrente, assim como a frequéncia de vibra-
cdo, em cada envelhecimento isotérmico. A grande sensibilidade do atrito interno para o estudo de
processos envolvendo precipitacdo e difusao de curto alcance coloca-o como ferramenta adequada para a
compreensdo dos mecanismos de envelhecimento dos Acos "Maraging'. Nota-se, na faixa de temperatura do
envelhecimento, dependendo da temperatura e da composicdo do aco, uma queda brusca do atrito interno
nos primeiros minutos (19 estagio), seguido de uma elevacido gradual desse amortecimento a medida em
que o tempo de envelhecimento aumenta (29 estagio). Esse primeiro estagio e atribuido a uma ' reacao.
muito rapida de recuperacdo de discordancias, enquanto que o segundo estdgio é provocado pela precipi
tacdo de compostos a base de Molibdenio principalmente. O equipamento utilizado no IPEN para medi-
cio de atrito interno consta de um péndulo invertido de torcdo e periféricos. As experiencias sao rea
lizadas sob pressao de Hélio levemente menor que 1 atmosfera e o espécimen a ser testado & aquecido
por efeito Joule, eliminando-se os efeitos de gradiente de temperatura atraves de garras especialmen
te projetadas. Pretende-se com a utilizacdo de espécimens com composicdo quimica variada testar o
efeito dos diversos elementos de liga mo atrito interno e na cinética do envelhecimento.




